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半導体シニア協会 会報　
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開会挨拶に代えて日本にとっていかに半導体産業
が重要であるかをお話しさせていただきます。

1．半導体は日本の国際競争力の源泉
戦後日本の奇蹟の復
興で最も重要な転機に
なったのがソニーのト
ランジスターラジオの
ヒットでした。これに
触発されてテレビ、ウ
ォークマン、ビデオな
どで真空管から半導体
への転換が急速に進められました。同時に日本製品
の評価が終戦直後の安かろう、悪かろうから高品質、
ハイテクのイメージに変換されてゆきました。

2．半導体は1％産業に非ず
現在GDP約500兆円に対し、半導体が5兆円で1％

産業といわれていますが、川上の装置、材料、川下
の電子産業も含めると5％、それに自動車、通信、
金融、医療、教育などの業界も半導体無しには考え
られなくなっています。これらの業界を含めると約
200兆円、GDPの40％になります。如何に半導体の
重要性が大きくなっているかを物語っています。

3．環境の時代をリードするのは半導体
半導体の進歩を最初にリードしたものは軍用、宇
宙産業、それからコンピューター、更に日本で伸び
た民生機器で、そのあとPCが半導体進化の中心とな
る時代が続きます。現在は半導体がデジタルコンシ
ューマ機器、自動車や医療などをリードする時代で
す。何時でも何処でも繋がっているというデジタル
遊牧民の時代といわれていますが、この流れをリー
ドしているのがアップルで、時価総額がマイクロソ

フトを上回ったということは新しい時代の訪れを示
すと思われます。自動車ではシリコンバレーのテス
ラという電気自動車ベンチャーがトヨタと連携する
といったニュースがあり、半導体が太陽電池、LED

照明などとともに環境を中心とする新しいニーズを
リードしていると感じています。

4．日本の先端分野再建の提言
日本の半導体産業は80年代の慢心によるバブルが

崩壊し、90年代の長い迷走を経て諸外国の隆盛に押
され、今やデバイス製造は風前の灯となっています。
今、環境の時代になって新しいニーズが生じ、半導体
がその中心に存在していますから、日本で半導体製
造の灯を消してはなりません。先端ファブを日本国
内でも建設し、これを生かした新産業育成が急務と
思っており、皆様のご協力をお願いするところです。

10回　SSISシンポジウム開会挨拶

半導体を核にした新産業戦略
半導体シニア協会理事長　牧本次生
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パネルディスカッション 

日本の製造業は大丈夫か？ 

パネリスト 

    東京エレクトロン㈱   常石哲男 

    ＴＳＭＣジャパン㈱   小野寺誠 

    ㈱産業タイムズ社    泉谷渉 

モデレーター 

    (独)産業技術総合研究所 井上道弘 

 

井上 我々半導

体事業に係わっ

たものとして今後

の日本の半導体

がどうなってゆく

のか非常に気に

なっているところ

です。タイトルは

製造業と大きく出ていますが主に半導体事業に絞って

話しを進めさせていただきます。 

日本の半導体は 90 年をピークに一方的にシェアを下

げ、凋落が叫ばれていますが、まだ世界を4分する一角

を占めているわけで踏みとどまっているという見方もでき

ます。 

経産省の産業構造ビジョンによりますと日本の経済的

な地位は一人当たりの GDP、IMD 国際競争力などの面

でこの 10 年でも大きく低下しています。その背景として

は産業構造、企業のビジネスモデル、企業を取り巻くビ

ジネスインフラに問題があるとしています。これは産業全

体を言っていますが、半導体においても低収益体質、

国内競争での消耗、起業数の低下、垂直統合、自前主

義の限界、科学技術人材の競争力などにそっくり当て

はまります。 

本日は 

１）日本の半導体技術力、製造力は？ 

２）次世代半導体で復活の道はあるのか？ 

３）環境ビジネスは救世主たりうるか？ 

といった切り口で議論を進めさせていただきます。 

常石 この20年間日本の半導体シェアが一方的に下が

っているのは装置メーカとしても残念なところです。
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1990 1995 2000 2004 2009

1 NEC Intel Intel Intel Intel

2 Toshiba NEC Toshiba Samsung Samsung

3 Motorola Toshiba NEC TI Toshiba

4 Hitachi Hitachi Samsung Infineon TI

5 Intel Motorola TI Renesas STMicro

6 Fujitsu Samsung STMicro STMicro Qualcomm

7 TI TI Motorola Toshiba Hynix

8 Mitsubishi Fujitsu Hitachi NEC AMD

9 Philips Mitsubishi Infineon Philips Renesas

10 Matsushita Hyundai Micron Motorola SONY

11 National Semi Philips Hyundai AMD Infineon

12 STMicro IBM Philips Matsushita NEC Electronics

13 Samsung Matsushita Mitsubishi Micron Micron

14 Infineon STMicro Fujitsu Hynix Broadcom

15 SANYO Infineon Lucent Sony Elpida

16 Sharp LG Semicon AMD Sharp Mediatek

17 AMD SANYO IBM Qualcomm Freescale

18 Sony Micron Matsushita Rohm Panasonic

19 Oki Sharp Sony Analog Devices NXP

20 Harris Semi National Semi Sharp IBM Sharp

デバイスメーカー ランキング Top20

（Source: TEL based on Gartner Dataquest, iSuppli)

 

1990 年にはトップ 10 に日本の半導体メーカが 6 社も

あったのに 2009 年には 3 社に減っています。最近の特

徴はビジネスモデルの変化でファブレスが大きくシェア

を上げていることです。デバイスメーカに比べ装置メー

カは１位 AMAT、２位 TEL という形がずっと続いていて、

まだ日米が頑張っています。最近は韓国メーカも国が

力を入れているのでその内上位に出てくると思います。 

日本の半導体メーカは売り上げの地域別では国内が

大きく、用途別

では家電向けが

多いことが特徴

です。ビジネス

モデルの特徴を

統計的に見てみ

ますと、ファンドリ、

メモリでは企業

規模、設備投資金額と利益率に明らかな相関性が認め

られるのに対しロジックではランダムです。 

R&D 費用と利益率の相関ではファンドリが圧倒的に

少ないコストで大きな利益を上げています。日本のエレ

クトロニクス業界は長期的に見て R&D 費用が回収でき
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ていないこと、開発当初は大きなシェアを獲得するもの

の、世界市場の伸びに従い、シェアが減るのが特徴でこ

れは日本企業のビジネスモデルの問題だと思います。 

 

日本の半導体が凋落した原因を振り返ってみますと

90 年代バブル崩壊後の投資判断の遅れ、国内市場重

視の傾向、セットメーカのシェア低下などの要因があると

思われます。日本の技術・開発力は世界 No.1 だと思い

ますが、経営力、マーケティングなどを含めた世界と戦

える経営土壌が弱くなっていると感じます。日本復活へ

の課題は夢・活力・情熱が沸き出るようなビジネスの土

壌を肥やす必要があることだと思っています。 

小野寺 TSMC は 1987 年に設立され、今や 8 インチ換

算で年間 1150 万枚の生産能力を持つ世界最大のファ

ンドリです。専業ファンドリの立場から日本の半導体メー

カを見てみますと、設計、プロセス、品質管理などに非

常に高い技術力を持っている反面、スピード、コスト意

識、語学力に改善が要求されると思います。 

世界の半導

体メーカの

設備投資ラ

ンキングを

みますとイ

ンテルを除

くと上位は

皆ファンドリ

かメモリにな

っています。メモリメーカは製造を外部に出すとファンド

リと WIN-WIN の関係を保つのは難しく、自前の積極的

な投資でスケールメリットを享受すべきだと思います。し

かしロジックメーカは投資効率の面でファンドリをうまく利

用し、製造プロセス以外のところに注力してその高い技

術力を生かすことが必要であると思います。TSMC では

既に 40 ナノの製品が 20％を占め、さらに 28 ナノの製品

を来年にかけてリリースし、20 ナノ製品を 2013 年にリリ

ースする予定で、先端のプロセス、製造をサポートでき

る体制を整えています。日系メーカとは既に富士通エレ

クトロニクスと 40 ナノ製品の生産委託、28 ナノの共同開

発することで合意しています。 

次世代半導体では既に TSMC においては MEMS や

CMOS センサーなども手掛けており、また新しいパッケ

ージ技術も含め、お客様と一緒になってグローバル市

場を対象にロードマップを共同構築して協業して参りた

いと考えています。 

泉谷 昨年

12 月でライ

バルだった

日経マイク

ロデバイス

が廃刊、プ

レスジャー

ナルが倒産

ということに

なり、非常に寂しい思いをしています。 

半導体産業新聞は最後発ですが生き残っています

ので今後も半導体業界とともに歩んで参りたいと思って

います。わが社では週刊環境エネルギー産業情報を発

刊し、大ヒットしています。明らかに世の中は環境ビジネ

スへと向かってシフトしています。 

グリーンニューディール革命における市場規模は 700

兆円ほどで自動車の 300 兆円、エレクトロニクスの 120

兆円に比べ、とてつもない額になっています。日本の民
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戦える 「土壌」 が弱くなった

「土壌」

経営力・ビジネス戦略・報酬システム・企業ガバナンス・企業価値向上力・
大学&専門教育システム・投資インフラ・国の支援・文化・価値観・国勢・
税制

“ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ競争力という視点にて”

> 人材
> 技術・開発力
> 製造力・品質力

夢･活力・情熱

泉谷渉氏 

 

 

小野寺誠氏 
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主党政権の大きな過ちは「コンクリートから人へ」で公共

投資を押さえ込んだことで、これはこの新産業革命に背

を向けることになります。 

太陽光発電、風力発電所の建設は日本では立地条

件が悪く、効率が悪いので期待薄です。ただソーラーパ

ネルの製造に関しては堺が動けばシャープ、その後昭

和シェル石油、新日本石油が続いて 2 年後には日本の

メーカが 60％を占めると予測しています。 

スマートグリッドは情報技術を駆使して電力供給を効

率的に行う電力ネットワークですが、この関連で 2014 年

には 1710 億ドルの巨大市場になるといわれます。この

ためのクラウドコンピューティング用サーバに莫大なフラ

ッシュメモリーが要求されます。 

ヒートポンプは 2004 年に NEDO で開発された空気の

熱からエネルギーを取り出すシステムで最新の圧縮式ヒ

ートポンプは家庭内の電力を 3 分の 1 に減らせるといわ

れています。日本勢が圧倒的なシェアを持ち、環境ビジ

ネスを引っ張る日本の最終秘密兵器になります。 

リチウムイオン電池は日本が 8 割のシェアを持ち、5

大部材も全部持っていて 90％のシェアを持っています。

ただ世界も追いついてきますのでかつての半導体のよう

にならないことを祈っています。 

日本の新幹線システムも世界に冠たる安全なシステ

ムですが鉄道は最もエコなシステムの一つです。 

汎用パワー半導体、IGBT は日本勢が頑張っているも

ので灯を消さないようにして欲しいと思います。LED は

日亜化学の特許が切れますので大手が参画し、韓国が

間違いなく伸びてきます。 

環境エネルギー産業の人は半導体を知らない、半導

体の人は環境エネルギーを知らないので新しい週刊誌

を出した訳ですが間違いなく環境関連は半導体にとっ

て大きな市場になりますので大いに勉強をして欲しいと

思います。 

ＥＵは食糧、エネルギーの自給率を大幅に上げてき

ました。これは有事対策で米国もその方向に向かってい

ます。日本は全く無防備です。環境エネルギー政策は

軍事と切っても切り離せないもので COP がまとまらない

のはそのせいだということを付け加えておきます。 

 

井上 先ず日本の半導体技術力という観点で先ほど常

石さん、小野寺さんは日本の技術力は強いといわれま

したが、ISSCC、IEDM に発表している論文の数と半導

体売り上げの地域別シェアを比較してみますと、非常に

強い相関があります。これを見ると日本の技術力もシェ

アと比例して落ちているのではないかと思われますが如

何でしょう。
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再生可能エネルギーの発電能力

0

5 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

1 5 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

2 5 ,0 0 0

3 0 ,0 0 0

3 5 ,0 0 0

2 0 0 0 年 2 0 1 0 年 20 2 0 年 2 0 3 0 年

バ イ オ マ ス 大 規 模 水 力

小 規 模 水 力 風 力

太 陽 光 太 陽 熱

地 熱 海 洋 波

需 要

TWh

2000年比約6倍

世界の電気消費量
2000年比約２倍

再生可能エネルギーでの発電能力は今後大きく発展。太陽光発電もけん引役のひとつ。
依然として、化石燃料による発電が行われ、地球温暖化に懸念。

出典：ディスプレイサーチ
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2020年、再生可能エネルギーは

最終消費エネルギー量の20%程度

ヒートポンプ
2,361万k?

（原油換算）
水力

その他

（太陽熱など）

風力 太陽光

出典：総合資源エネルギー調査会第33回新エネルギー部会（2009年3月26日）より、
(財)ヒートポンプ・蓄熱センター作成（「COOL&HOT」No.35/3P）

再生可能エネルギー全体に占めるヒートポンプの割合
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泉谷 日本の技術力と言いますが、これは過去の人達

が築いたもので今の若い人たちが作っているものでは

ありません。学会などで日本の若者から全く質問が出な

いのが実情で、情熱がないことを嘆いています。 

小野寺 ファンドリの立場から客観的にみて設計、プロ

セスという面で確かに日本の技術は優れていると思いま

すが、問題はそれをどうやってビジネスに結び付けてゆ

くかという面に弱さがあるのではないかと思います。 

常石 私は土壌ということを言いましたが、この土壌とい

うのは必ずしも日本で開発し、日本人を使って日本で製

造しなければならないということではなく、日本で生まれ

た技術をグローバルに展開してゆくものだと思います。

問題はやはり経営効率で三星では要素技術開発に殆

ど金をかけていないといわれますし、三星、TSMC が

30％以上の営業利益をあげられ、開発再投資にそれを

向けておられるのに比べ、日本勢の低収益体質に問題

の本質があると思います。 

溝上 常石さんのデータで装置メーカの東京エレクトロ

ンはこの 20 年間近く 2 位をキープしているのに対し、

NEC は 90 年にはトップだったのに一方的に落ち続け、

昨年はトップ 10 からも姿を消しています。この議論をす

るときにはこの違いをしっかり認識しておく必要があると

思います。 

中村 装置メーカは既に十分グローバル化していてそ

のため、シェアをキープしているのだと思います。それに

対しデバイスがグローバル化できないのはマーケットの

捉え方が限定的で世界市場を対象とした対応ができて

いないためで、今後はファブレス化、ファブライト化を含

めて日本のメーカは本当に国内で半導体を製造しなけ

ればならないのかということを真剣に考えるべきです。 

元榮 私は東芝でシステムＬＳＩをやってきましたが、ファ

ブレスの良さは人の採用を含め、フットワークの軽さで、

日本の大手電

機メーカでは

人事や開発の

意思決定に時

間がかかって

スピードの面

で時代にそぐ

わなくなって

いるのだと思います。 

井上 デバイスメーカの現状に悲観的な話しが多く出ま

したが、次世代技術、環境関連技術に対し、日本のメー

カは良いポジションを持っています。これを今後どう生か

し、長続きさせて行くにはどうすればよいのでしょうか？ 

泉谷 環境関連では、そのマーケットの 10-15％は半導

体の需要に回り、現在の活況を見ていますと 300mm、

100mm 以下のファブはフル稼働の状況で、この秋には

生産が間に合わない深刻な状態になります。ただ問題

は 200mm ファブの稼動が 50％以下で、この現象が日本

の中途半端な現状を示しています。ハイエンドのところ

はファンドリに任せて日本はパワー半導体や LED のよう

な環境用ローエンド製品に 200mm ファブを活用すれば

よいと思います。 

小野寺 既に昨年のデータではファブレスがトップ 20 に

何社も出てきているのが趨勢ですから、日本のメーカも

余裕のあるうちにグローバルに協業することをされたらよ

いと考えています。弊社からもいろいろ話を持ちかけて

いるところですが、過去のしがらみがあってグローバル

な展開ができないのかなと思っています。今実際に日

本がリードしている IGBT のようなデバイスが沢山あるわ

けで、これをどう伸ばしてゆくかのビジョンが大切だと思

います。 

松本 IBM は今研究開発のファンドリをやっていますし、

SEMATIC、IMEC なども成果をあげているのに日本のコ

ンソーシ

アムは影

が薄くな

っていま

す。今も

う一度か

つての超

ＬＳＩ研の

ようなもの

を再構築

する必要はないでしょうか？ 

泉谷 日本の現状は先人が築いた技術、財産に拘り過

ぎていると感じます。かつて米国が繊維産業を惜しげも

なく捨て、日本も石炭産業を捨てていったように途上国

でできるような産業はきっぱり捨てて日本でしかできない

ものにチャレンジしてゆくダイナミズムが必要だと思いま

すし、それだけの力を持っていると思います。 

井上 テーマが広すぎてまとまりがつきませんでしたが、

半導体業界の今後を考える一助にしていただければ幸

いです。 
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§ はじめに 
ソニーの前身、東京通信工業株式会社は 1955 年 8 月世

界で 2 番目、実質的には世界の先頭を切るトランジスタ・ラ

ジオを発売し、現在の半導体エレクトロニクス時代を先導し

たと言っても過言ではないと思われる。そのトランジスタ技

術、および生産を指導したのが、後のソニー社長岩間和夫

さんであった。本稿は彼の半導体に賭けた生涯とその苦闘

の跡をたどり、その業績を顕彰したい。 

§ トランジスタ生産化に向かって 

東通工社長の井深さんは1952年春初めてアメリカを訪問

した。ちょうどその時ニューヨークでベル研究所がトランジス

タ特許のライセンスを行うに当たり、その対象会社に向けた

セミナーを開いたのだった。偶然にニューヨークでその情

報を聞いた彼はトランジスタについて更に話を聞き、さまざ

まに考えた結果、自分の会社でトランジスタの生産を始めよ

うと決心した。セミナーには出られなかったが、ベル研究所

にこの件でライセンスを受けられるように知人に連絡を頼ん

で帰国したのだった。偶然とはいえ、これが後にソニーの飛

躍的発展をもたらす決断になったのであった。 

途中は省略して、1953 年夏、トランジスタ生産化に取り組

む体制が作られ、リーダー岩間和夫（取締役、物理）、塚本

哲男(物理)、岩田三郎(物理)、茜部資躬(機械)、天谷昭夫

(化学)、安田順一(電気)の 6 名となった。岩間さんは自ら担

当を申し出たのだった。そして、ベル研究所とのトランジス

タ特許ライセンスの仮契約が済んでそのあくる年、1954 年

正月早々に岩間さんはトランジスタの勉強のためにそれま

でに蓄えた知識を携えてアメリカに旅立ったのであった。 

当時東京通信工業にとってトランジスタを始めると言うの

は狂気のように思われたかもしれない。通産省はベル研究

所とのトランジスタ特許のライセンス許可を容易にしなかっ

た。そんな小さい会社でトランジスタが出来るわけがないと

いうことであった。また極めて多額の金が必要であった。ラ

イセンス料(一時金)は 2 万 5000 ドル、為替は￥360/＄だっ

たから￥9,000,000、（当時のお金で 900 万円 ソニーの経

常利益に匹敵）現在はその数 10 倍であろうか。更に工場を

作り、設備を導入し、多くの人を採用しなければならない。 

井深さんたちはその後金策に奔走しなければならなかっ

た。それでどんな商品が出来て商売が出来るのであろうか。

井深さんはベル研究所の反対を押し切ってトランジスタ・ラ 

 

ジオをやろうと考えていたが、そこには大きな課題があった

のである。正に社運をかけてのプロジェクトであった。 

岩間さんはアメリカに出発するにあたって従業員を前に

挨拶を行った。自分がどれだけ重要な任務を負って出かけ

 
              筆者  原田さん   

金田さん 岩間さん 江崎さん 塚本さん 中村さん 

   （ 昭和 41 年頃 江崎さんがアメリカから帰国され 
                   ソニー厚木工場にて  ） 

ようとしているのか、痛いほど良く分かっていた。正に会社

の命運を背負っていたのだった。彼は当時35歳、その挨拶

に当たってその責任感に震えるように声が出なくなったと言

われている。 

アメリカに渡ってから彼はベル研究所、Western Electric 

Co.その他の施設を見学してその詳細を夜ホテルで書いて

日本の本社に送っている。誰でも驚くような詳細な報告書で

あった。手紙はレポート用紙総計256枚であった。東京品川

の留守部隊はそれらを参考に装置を作り、或いは購入して

トランジスタの試作を進めた。留守部隊もその責任感の重さ

においては同じであったであろう。とにかく 1 日も早くトラン

ジスタを作り、ビジネスに結び付けなければならないと一生

懸命であった。そして4月岩間さんはアメリカから帰国した。 

驚いたことに岩間さんは帰国して動作するトランジスタが

出来ていたのを知るのであった。それは合金型のトランジス

タだった。当時トランジスタは合金型トランジスタとグローン

型(成長型)トランジスタの 2 種類があった。アメリカでは今後

は合金型が伸びるとされていた。岩間さんもそうかと思って

半導体に賭けた生涯、岩間さんを回想する 

川名喜之 会員 （元 ソニー） 
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いたが、帰国後の留守部隊との議論の結果グローン型で進

むことに決定した。これは偏にラジオ用の高周波トランジス

タをどちらが良く作ることが出来るかにかかっていた。これ

は正しい決断だった。グローン型を作るためには結晶引き

上げ装置が必要である。ベル研究所はそれを教える義務

はない。ライセンスは特許を使用することを許可しただけで、

技術指導は含まれていないからである。これは当時高度な

技術であった。機械やの茜部さんはこの設計製作を担当し

た。先に仮契約の際にベル研究所からもらった”Transistor 

Technology”にその写真が載っていた。彼はその写真を見

ながら想像をたくましくして設計製造した。春に設計を始め

て暮にはそれでトランジスタを作った。そしてそれを元に

1955 年 1 月にはトランジスタ・ラジオを試作した（TR52）。た

だし、このトランジスタ・ラジオは筺体に問題があり設計変更

を行い、その年の 8 月世界で 2 番目、日本最初のトランジス

タ・ラジオ TR55 を発売するに至ったのであった。後発にも

かかわらず、トランジスタの開発を始めて約 1 年半でトラン

ジスタの生産のみならず、トランジスタ・ラジオの生産まで実

現した歴史は記憶されるべきである。日本の大手はその発

表を聞いて驚愕したという。新しいエレクトロニクスの夜明け

であった。 

§ ラジオ用高周波トランジスタの困難 

 トランジスタ・ラジオはどんどん売れて行った。会社は有名

になり、大成功のように見えたであろう。しかし、実は大きな

問題が潜んでいた。ラジオ用の高周波トランジスタすなわち

局部発振回路用のトランジスタが取れる歩留まりが極端に

低いのである。そのため安田さんたちはその発振用のコイ

ルを 12 種類も作って、出来上がったトランジスタを分類して

一つずつコイルと組み合わせてラジオを作ったのであった。

トランジスタそのものの歩留まりが低く、その中の高周波トラ

ンジスタの収率がまた 15％程度と推定される。関係者の必

死の努力にもかかわらず、問題は解決しなかった。これで

は商売にはならない。岩間さんはこれを解決しなければトラ

ンジスタの将来はないと考えたと思われる。塚本さんに対策

を講じるように命じた。塚本さんは結晶引き上げの課長であ

った。 

実は世界最初のトランジスタ・ラジオを発売したリージェン

シー社のトランジスタはTexas Instruments社製であったが、

製法は東通工と全く同じだった。ベル研究所が両者の同じ

先生だからである。同社はついにトランジスタ・ラジオの商

売を断念した。理由は高周波トランジスタの歩留まりが悪い

からであった。先にベル研究所の人たちがラジオはやるな

と言っていた理由がこれである。 

塚本さんたちはいろんな議論を行い、今のやり方で歩留

まりをあげる方法は無いかと工夫したが解決策が見つから

ない。塚本さんは結晶引き上げ中に導入する不純物でエミ

ッタを作る為の不純物を変えることをやってみるしかないと

考えるに至った。これまでのアンチモンからリンに変えようと

言うのである。ゲルマニュームの熔湯の中にリンを投入しよ

うと言うのであった。これは極めて困難な仕事であった。赤

燐の粉末を使ってみても融解ゲルマニュームに達する前に

蒸発してしまうのである。錫は不活性なので錫箔に包んで

投入したが、どれだけ熔湯に落ちたか分からない。実験を

続けるうちに天谷さんは錫とリンの合金を作って塚本さんに

これを使うように進言した。これで実験が成功した。高周波

用トランジスタの歩留まりが悪いのは引き上げられたゲルマ

ニューム中のベース幅の真ん中が広く、周辺はほとんどベ

ースが無くなっていたからである。これは結晶引き上げ後の

アンチモンの拡散が周辺ほど早いためであることが分かっ

ていた。本来ベル研究所のデータではアンチモンとリンの

ゲルマニューム中の拡散係数は同じになっていた。従って

結果も同じになるはずであった。しかし、トランジスタを作っ

てみてその特性の良さ、歩留まりの高さは従来の比ではな

く大きく改善されていた。ベルのデータは誤りでリンの拡散

速度は極めて小さかった。 

 喜んだ塚本さんは岩間さんに報告し、直ちに生産を新方

法に切り替えることを了解してもらった。失敗の可能性も考

えて従来品のストックをたくさん作り、生産を切り替えたが、

今度はやれどもやれども歩留まりはゼロであった。ついに

在庫品は無くなり、ラジオの生産のコンベアも止まらざるを

得ないところまで追いつめられた。元に返そうという意見も

出て一部元の生産も行われたようであるが、岩間さんはあき

らめなかった。きっと何か原因があるに違いない。それを見

つければきっと改善が出来るはずであると。岩間さんは塚

本さんに向かって「俺は元に戻らない。結果の責任は俺が

取る。頑張ってやってくれ。」と激励したという。井深社長も

心配のあまり、塚本さんに「お前は会社をつぶすつもりか」と

詰め寄ったと言う。岩間さんは江崎さんにもその原因解析を

求めたと思われる。1957 年の春、江崎さんはこの研究中に

トンネルダイオードを発見した。それと同時にリンの濃度制

御によってこれが解決されることが分かったのであった。錫

とリンの化合物に対してインジウムとリンの化合物は化合物

半導体として知られているが、これはインジウムとリンの原子

が 1 対1で結合している。同時にインジウムは偏析してゲル

マニュームに入らないのであった。これを使い、その正確な

評量に基づいて適切な量のリンを導入することによって、ト

ランジスタの安定した歩留まりと高い高周波特性を得ること

が出来た。ソニーはこの技術に関しては特許も出願しなか

ったし、すべて秘密に保持された。これがトランジスタ・ラジ

オを安価に大量生産出来た裏の出来事であった。岩間さん

の指導力と技術の本質を見極めようとする力が会社とその

半導体の発展に大きく寄与したのである。 

§ シリコン・トランジスタ 

 1956 年1 月は岩間さんの物語を書くのに忘れがたい時で

ある。彼は 2 回目のアメリカ訪問を行い、ベル研究所で開催

したトランジスタ・ライセンシーに向けたセミナーに参加した。

今回は岩田三郎さんを連れていた。セミナーは今回

Diffusion Symposium と呼ばれたように、シリコンおよびゲル
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マニュームの拡散型トランジスタおよびシリコン拡散型ダイ

オードに関する講演があった。トランジスタが変わる、拡散

が主体になる、そしてシリコンの時代が来ると予感していた

かと思われる。岩田さんを連れていったのは彼にその開発

を担当させようとしたためと考えられる。事実そうなった。 

ベル研究所は 1954 年からシリコン拡散型トランジスタの

技術開発に注力していた。強い信念を持ってこれを牽引し

てきたのは J. Moll であった。ゲルマニュームに比べて band 

gap が大きく漏洩電流が少ないこと、高温に耐えることなど、

シリコンの将来性を見据えていた。岩間さんがその精神を

受け継いだと思われる。その年の半ばには井深社長は新

日本窒素肥料株式会社の白石社長に「これからはシリコン

の時代になりますよ。なんでも相談に乗りますからシリコン

素材、シリコンウェファの仕事を始めませんか。」と持ちかけ

ている。これが現在の三菱住友シリコン株式会社の一つの

母体になっている。岩間さんはシリコンのウェファを自社生

産しなければならないと考え、シリコンの単結晶引き上げ装

置の設計開発を機械課の若手 前川さんに指示した。彼は

ゲルマニュームの引き上げ装置を参考にしてほぼその年の

内に装置を完成させた。更に本格的にシリコンを開発する

準備を別途進めた。そしてその次の年には松下電器から三

沢敏雄さんを迎えて、新入社員だった私を加えてシリコンの

トランジスタの開発を始めたのだった。 

 実は会社はトランジスタ・ラジオが成功する前から次はトラ

ンジスタ・テレビをやると決めていた。それには耐圧も高く温

度にも強いシリコンでなければならないと言うのが岩間さん

の考えであり、井深さんの考えにもなっていたと思われる。

1956 年 12 月に私が会社に入社する前に岩間さんを訪問し

た時に「今はトランジスタ・ラジオをやっているが、これはた

だ儲けるためではない。半導体はこれからシリコンの時代

になる。このラジオはその研究費を稼ぐためにやってい

る。」と言って私を驚かした。しかし、それは彼の真実の声で

あった。当時、シリコン単結晶は重さ当たり金より高かったと

思うが、それが時代を風靡するようになる。トランジスタ・テレ

ビにはそれが必要だと真剣に考えていた岩間さん、井深さ

んは先見性があったと言わざるを得ない。 

 果せるかな、1960 年の世界最初のトランジスタ・テレビ、そ

れに続く 1862 年のマイクロ・テレビの成功はシリコン・トラン

ジスタによるところも大きかったと考えられる。トランジスタ・

テレビの成功はテープレコーダーへ、音響機器へ、そして

VTR、カラーテレビへと応用されてシリコンの時代が開花し

た。ここに改めて 1956 年の岩間さん、井深さんの決断に敬

意を表したい。 

§ プレーナ技術と IC 

 1958 年、プレーナ技術と IC が発明され、新しい世界が始

まろうとしていた。日本の半導体は皆一様にプレーナ特許

の royalty の高さ(4.5％)に反発し、別の方向を模索し始めた。

ソニーでもプレーナおよびICの技術を拒否する指示が出さ

れるような状態であった。しかし、岩間さんはこれらの将来

性を適確に把握して、1962 年半導体の開発体制を変更し、

岩田さんにプレーナ、IC などを開発する開発課を発足させ

た。これはいわば当時の会社の方針に背くものともいえるも

のであった。始めにプレーナ特許の特許料が 5％であると

聞いて、日本中が反発する中で、岩間さんは「俺が Noyce

だったら当然それくらいの特許料を要求するよ。」と言ってこ

れを高く評価していた。岩間さんの努力、苦労の末、会社は

正しい方向に向かうことが出来たのだった。岩間さんはプレ

ーナ技術については Fairchild とも交渉をしたのであったが、

NEC に後れを取っている。 

IC については日本中がアメリカのテキサス・インスツルメ

ントの Kilby 特許に悩まされた。周知のように盛田さんの努

力で 1968 年、日本テキサス・インスツルメント株式会社をソ

ニーと合弁で作って、いわば日本を救ったのであるが、岩

間さんの苦悩がそこに反映していると私は信じている。 

 § CCD の開発 

 岩間さんのCCD開発に対する情熱と成功の物語は広く知

られているので、簡単に述べる。1973年、岩間さんはソニー

アメリカから日本のソニーに帰還し、ソニー副社長、兼中央

研究所長になった。CCD に対する重要性の認識はもとより

であったが、ソニーの半導体が bipolar にばかり集中して

MOS に対する開発努力が足らないことを嘆いていた。彼は

CCD プロジェクトを起こすことによってこれを転換する契機

とすることも考えていたと信じる。 

 1976 年頃からは、CCD 開発は金がかかりすぎて、しかも

将来性がないとして、会社内ではこのプロジェクトをやめさ

せろ、という声が広がった。岩間さんはまたも大きな苦悩を

背負うことになった。岩間さんは CCD 開発速度が遅いとし

て日立との共同研究を指示した。しかし、日立は CMOS 撮

像素子を推進していてソニーと意見が合わなかった。すると

今度は NEC との共同研究を指示した。それは無理な計画

であった。共同研究が出来ないまま時間が過ぎた。社内で

の CCD 開発反対の声は強まるばかりだった。それでも

1977年も終わりに近いころ、ようやくまず満足できるCCDの

画像を得ることが出来た。こうして、岩間さんの情熱がプロ

ジェクトメンバーを助けて、遂に CCD プロジェクトを成功に

導いたのだった。実際には 1978 年にプロジェクトが厚木工

場に移り、生産が軌道に乗るまでには長い年月と多くの努

力が必要であった。途中で挫折しなかったのは岩間さんの

情熱が多くの関係者に引き継がれたためである。 

 この CCD 開発の成功は新しいカメラ産業を興すことにつ

ながり、またベータマックスの敗退後のソニーを救うことにな

ったのであった。 

§ 終わりに 

 日本の半導体産業の先駆者として多くの業績を上げた岩

間さんは、先駆者としての苦闘の歴史を生きたと言えるだろ

う。だからこそその輝かしい業績が一層価値あるものとして

映るのである。CCD のビジネス化を見ることもなく、1982 年、

若くしてソニー社長のままでこの世を去った岩間さんの半導

体に賭けた人生に心から敬意を表して、岩間さんを偲ぶ文

としたい。 
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